Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne urządzenia do osadzania warstw dielektrycznych metodą sputteringu.

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta  *

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2009
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie 
	Fabrycznie nowe, nie używane w jakimkolwiek laboratorium oraz nie pokazywane na konferencjach i imprezach targowych.
	potwierdzić

	6.
	Wymagania ogólne
	Urządzenie przeznaczone jest do kontrolowanego i powtarzalnego osadzania warstw dielektrycznych oraz metalicznych techniką rozpylania magnetronowego na strukturach epitaksjalnych na bazie półprzewodników AIII - BV oraz zwierciadłach krawędziowych laserów półprzewodnikowych. 

Urządzenie musi gwarantować uzyskanie warstw z jednorodnością 3% na każdą warstwę napyloną w zakresie grubości od 10nm do 1μm (dla podłoża 2’’). 
	potwierdzić

	7. 
	Rodzaje procesów
	Procesy osadzania warstw, w tym antyrefleksyjnych lub wysokoodbiciowych pokryć na zwierciadłach laserów półprzewodnikowych (warstwy dielektryczne, np. Y2O3, SiO2, Si3N4, Al2O3 oraz warstwy metaliczne np. Au, Pt, Ti). Wykonywanie procesów niereaktywnych i reaktywnych w trybach: sputtering oraz sputtering z polaryzacją podłoża. 
	potwierdzić

	8.
	Wysokowydajne źródła magnetronowe (3 katody) przystosowane do targetów o  średnicy 75 mm i grubości 1mm – 6mm. 
	Zasilacz źródeł magnetronowych RF o maksymalnej mocy nie mniejszej niż 600 W (Podłączone co najmniej dwie katody. Katody muszą mieć możliwość jednoczesnej pracy w dwóch różnych trybach). 
	podać moc

	
	
	Zasilacz źródeł magnetronowych pulse DC o mocy nie mniejszej niż 1 kW (Podłączone co najmniej dwie katody. Katody muszą mieć możliwość jednoczesnej pracy w dwóch różnych trybach).
	podać moc

	
	
	Zasilacz źródeł magnetronowych DC o mocy nie mniejszej niż 1,5 kW (Podłączone co najmniej dwie katody. Katody muszą mieć możliwość jednoczesnej pracy w dwóch różnych trybach).
	podać moc

	
	
	Automatyczne dopasowanie impedancji.
	potwierdzić

	
	
	Górne umiejscowienie katod z targetami pod kątem regulowanym od 0° do co najmniej 25° w stosunku do płaszczyzny podłoża, umożliwiające wykonywanie procesów jednocześnie z co najmniej 2 źródeł. 
	potwierdzić,

podać maksymalny kąt regulacji

	
	
	Każde niezależnie wyposażone w automatycznie sterowaną przesłonę nad pracującym źródłem.
	potwierdzić

	
	
	Montaż targetów do katod umożliwiający szybką ich wymianę. 
	potwierdzić

	9.
	Targety
	Dwa dielektryczne i jeden metaliczny: SiO2, Al2O3, Au, o czystości co najmniej 4N.
	potwierdzić

	10.
	Układ automatycznej kontroli zasilania plazmy.
	Zapewnione dla każdego źródła.
	potwierdzić 

	11.
	Stół
	Regulacja temperatury stołu od  200C do co najmniej 3000C. 
	podać zakres regulacji temperatury

	
	
	Wykonywanie procesów dla płytek o wielkości 5mmx5mm do 2’’ o różnych kształtach.
	potwierdzić

	
	
	Wykonywanie procesów w specjalnym uchwycie o wysokości do 1cm (uchwyt zamawiającego).
	potwierdzić

	
	
	Obrót stołu o regulowanej szybkości.  
	potwierdzić

	
	
	Z polaryzacją podłoża.
	potwierdzić

	12.
	Czyszczenie jonowe podłoża przed procesem osadzania
	Zasilanie RF podłączone do podłoża, z automatycznym dopasowaniem impedancji, zakres energii jonów Ar+ : 50eV do co najmniej 500eV.
	potwierdzić, podać zakres

	13.
	System próżniowy do komory procesowej
	Próżnia przed procesem lepsza niż                  2x10-7mbar.
	podać próżnię przed procesem

	
	
	Czas uzyskania próżni przed procesem w komorze procesowej, t≤ 30min.
	podać czas uzyskania próżni

	
	
	Automatyczna kontrola próżni przed procesem w zakresie do 10-9mbar oraz próżni podczas procesów.
	potwierdzić

	 14.
	System dostarczania gazów
	Trzy linie gazowe z zaworami i kontrolerami przepływu masy (MFC) dla N2, O2, Ar o czystości 6N z wyświetlaczem nastawiania i odczytu przepływu.
	potwierdzić

	15.
	System monitorowania grubości osadzanych warstw in –situ
	Zapewniony

Dokładność +/-0,5%
	potwierdzić

	16.
	Dwuetapowy test akceptacyjny:

a) Wstępny test akceptacyjny w siedzibie dostawcy

b) Końcowy test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego (ITE)
	Wykonanie warstw z targetów  (wymienionych w pkt. 9) w różnych trybach pracy (polaryzacja stołu oraz zasilanie katody) w celu sprawdzenia powtarzalności jednorodności nanoszonych warstw dla minimum 3 kolejnych procesów osadzania do zadanych różnych grubości warstw zgodnie z p.6 tabeli Załącznika nr 1.

Wykonanie warstw, w specjalnym uchwycie zamawiającego, ze wszystkich dostarczonych targetów w różnych trybach pracy (polaryzacja stołu oraz zasilanie katody) w celu sprawdzenia powtarzalności jednorodności nanoszonych warstw dla minimum 3 kolejnych procesów osadzania do zadanych różnych grubości warstw zgodnie z p.6 tabeli Załącznika nr 1.

Wykonanie procesów osadzania jednocześnie więcej niż z jednego źródła w celu sprawdzenia powtarzalności jednorodności nanoszonych warstw dla minimum 3 kolejnych procesów osadzania do zadanych różnych grubości warstw zgodnie z p.6 tabeli Załącznika nr 1.
	potwierdzić

	17.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia
	maksymalnie 24 tygodnie od daty podpisania umowy
	podać termin wykonania zamówienia

	18.
	Bezpłatne szkolenie trzech osób w siedzibie Zamawiającego (ITE)
	Zapewnione
	potwierdzić

	19.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna  w języku polskim lub angielskim
	Zapewnione
	potwierdzić

	20.
	Części zużywalne w okresie gwarancji urządzenia
	Zapewnione
	podać wykaz części zużywalnych

	21.
	Dostępność części zamiennych
	Zapewniona w okresie 10 lat od daty instalacji
	potwierdzić

	22.
	Serwis pogwarancyjny 
	Zapewniony w okresie 10 lat od daty instalacji
	potwierdzić

	23.
	Wsparcie techniczne i technologiczne 
	Zapewnione w okresie 10 lat od daty instalacji
	potwierdzić

	24.
	Okres gwarancji 
	minimalnie 12 miesięcy
	podać okres gwarancji

	25.
	Wymagania instalacyjne
	Zapewnione
	podać wymagania instalacyjne urządzenia 


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty
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